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１．概要（Summary） 

弊社でシリコンウェハーへのフォトリソ加工を行った後，

FAIS共同研究開発センターのリアクティブイオンエッチャ

ーを利用しエッチング評価を実施する． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

リアクティブイオンエッチャー，電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

FAIS 共同研究開発センターのリアクティブイオンエッ

チャー（Fig.1）のエッチング条件を変更し，電子顕微鏡

にてドライエッチングの形状評価を実施する． 

 

 

Fig.1 Reactive Ion Etcher 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

FAIS 共同研究開発センターと弊社の電子顕微鏡にて

確認したところ，エッチング条件によりエッチング形状が変

化することが確認できた．（形状等の評価詳細は弊社都合

により割愛させて頂く）． 

 

 

Fig.2 Etching of Silicon Wafer 

 

４．その他・特記事項（Others） 

無し 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

無し 

 

６．関連特許（Patent） 

無し 

 

 

Fig. 1  Etching of silicon wafer 


